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Resumen
Los semiconductores de grupo III – nitruros, como el nitruro de galio (GaN) son un terreno aun no completamente explorado, fértil desde el punto de vista tecnológico y de sus aplicaciones. En particular, el desarrollo de transistores de heterounión de efecto campo basados en la tecnología GaN (GaN-HFETs), desempeñarán un papel importante en las aplicaciones avanzadas de RF y microondas, en comunicaciones satelitales, radares y 5G.
En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) bajo la dirección del Dr. Romualdo A. Ferreyra Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se está montando un equipo para la síntesis de películas de GaN por medio de la técnica DC magnetrón sputtering, la cual es una técnica relativamente de bajo costo comparada con otrasempleadas actualmente para este fin.En este equipo se generarán especies atómicas de Ga mediante el sputtering de un blanco de Ga líquido y se le ensamblará un generador de plasma de nitrógeno, para la generación de especies reactivas de nitrógeno, las cuales combinadas con el  Ga, formarán el GaN.
El objetivo del presente trabajo es el diseño y construcción de un generador de plasma de nitrógeno poracoplamiento inductivo de radiofrecuenciay el estudio de las características del plasma generado. Este desarrollo se llevará a cabo en el INFIP y se evaluará su potencialidadpara ser empleado como generador de plasma para la síntesis de GaN en el equipo de la UNSAM-CNEA.
